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[緒論] 窒化物は, 酸化物と比べ, 実用化された材料が少ない. その代表的なものとして, 青色発光

ダイオードに用いられる GaN や耐食性等を向上させる目的でコーティングされる Cr-N 系の材料

が挙げられる. 本研究では, 後者の Cr-N 系材料に着目した. これらの多くはコーティング材料と

して広く工業的に用いられており, そのほとんどが薄膜としての利用である. そこで, Cr-N系材料

の一つである Cr2N 相は, 状態図によると調和溶融する可能性が高いとともに , その融点が

1800 ℃程度と窒化物の中では, 比較的低いことから[1,2], その単結晶育成を試みた. Cr2N も薄膜

として用いられていることから, その本来の物性についてあきらかにするため, バルク単結晶を

育成する必要があり, 本研究では, 浮遊帯域溶融法(FZ 法)を用いて, 高圧窒素雰囲気下において 

Cr2Nのバルク単結晶育成を試みた.  

[実験方法] FZ法による単結晶育成では, 原料を棒状に成型する必要があるため, Cr2N原料(2N 粉末)を

焼結し, 棒状に成型した. その際, カーボンるつぼを用い 1 気圧窒素フロー雰囲気中において 1500 ℃

で 5 時間, 焼結することにより, 原料棒を作製した.  単結晶育成は, 10 気圧窒素雰囲気下において,レ

ーザー加熱(600 Wレーザー×3)を用いた FZ装置によって育成速度 5 mm/hで行った. 得られた結晶は, 

粉末 X線回折(XRD), 走査電子顕微鏡(SEM)およびエネルギー分散型Ｘ線分析(EDS)によって相の同定, 

組織観察および組成分析を行った. また,, 育成方向に対して垂直に切り出した結晶の切断面の背面ラ

ウエ写真を撮影し, 面指数を調べ, その切断面に対しビッカース硬度計により硬度を測定した.  

[実験結果] 得られた結晶の切断面の背面ラウエ写真を Fig.1 に示す. 得られたラウエ写真から育

成した結晶は, 単結晶であり, 切断面は, (0 0 1 )面に近い(1 -2 9)面であることが分かった. この面

のビッカース硬度を測定したところ, 1431 Hvであった. この値は窒

化クロムセラミックスバルク体の平均値である 1430 Hv と概ね近い

値であることがわかった[3]. 本講演では, (0 0 1)と(1 0 0 )面のビッカ

ース硬度を測定し, Cr2N 単結晶における硬さの異方性について述べ

る予定である.  

 

Fig.1. Laue image of (1-2 9) plane 

in Cr2N single crystal grown under 

1.0 MPa N2 atmosphere 
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